109年科專計畫產學研合作/分包/委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託
研究計畫名稱
	成長於SiC基板之AlGaN/GaN HEMT元件製程開發
	類別
	■學界分包
[bookmark: _GoBack]□研究機構分包
□業界合作開發
□業界委託
□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	功率電子關鍵技術提升與通訊綠能產業整合應用開發(2/4)
	經費
	1000仟元

	所承接之
專業實驗室
	■校級_____ ___；□學院級________________
· 無

	計畫聯絡人/電話
(聯繫瞭解細部需求)
	陳志典/357289

	執行目標
	1. 協助中山科四吋線的建立
2. 協助中山科磊晶片使用0.25m閘極線寬驗證
3. Fe或 C原子參雜緩衝層對於高頻應用的影響
4. X-band 20W power Amplifier 設計 

	預期效益
	1. 協助中山科製成線以及磊晶參數的修正
2. 提供磊晶緩衝層在高頻應用上最佳化參數
3. 提供GaN MMIC功率放大器(X-band)設計原型 

	工作項目及時程
	1. 中山科0.15m線寬磊晶片驗證(109年5月)
2. 緩衝層最佳化參數研究 (109年8月)
3. X-band power Amplifier開發及論文撰寫(109年11月)

	預期成果產出
(至少)
	■期刊論文__1__篇；□專利____件；
■研討會論文_1___篇；□研究報告____件；
□工程原型____件；□軟體____套
□其它(請說明)___________________________________

	產出物之規格及驗收方式說明
	1.操作頻率 : 8-12GHz
2.輸出功率 : Psat>40dBm
3.轉換效率：PAE>33%
4.完成國際學術論文一篇投稿

	合作對象必要之人員專長
	1.半導體元件製程與量測
2.微波元件量測

	合作對象必備之設施及設備
	1.Load-pull量測設備
2.110G網路分析儀
3.低頻雜訊分析系統

	合作對象之資格
	附件一
	評審作業程序
	附件二

	送審計畫書
	附件三計畫書編製說明及附件四計畫書格式

	科專計畫主持人
（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	



